Prueba 2 11 de Junio de 2011
Introduccion a la Electronica (INEL) Curso 2010-2011

Ejercicio 1. La caracteristica 1-V del diodo zener del circuito de la figura 1, se puede aproximar
con un modelo lineal por tramos seglin se muestra en la figura 2. En dicha figura se observa una
corriente (Imax) cuyo valor absoluto fija la maxima corriente inversa que el diodo zener puede
soportar sin destruirse. Se pide:
a) Calcular el valor de la resistencia Rs que hace que el diodo zener se encuentre en el punto 1
de su caracteristica I-V (1 p)
b) Determinar la potencia que disipa el zener en el punto 1 de su caracteristica I-V. (0,5 p)
c) Calcular la potencia méxima que puede disipar el zener en inversa sin que destruya. (1,5 p)
d) Calcular el valor de la resistencia Rs que hace que el diodo zener se encuentre en el punto 2
de su caracteristica I-V. (1,5 p)
e) Determinar si el valor calculado en d) para Rs es un maximo o un minimo para que no se
destruya el diodo zener. (0,5 p)

Iz

Rs I
RL

W -V

—p _

VCC —_— IRS VZ RL Py

+ |4k

pendiente 1/Rz

II]’laX

Fig. 1 Fig. 2

Datos: Vec=10V, Ri=1kQ; ha=-02A;Vg=-5V; R~=1Q; V,=0,6V

SOLUCION DEL EJERCICIO 1

a) En el pto. 1 la corriente que pasa por el zener es nula. Por tanto, Irs=Ir =-Vs/R =5 mA
VCCZIRL(RS+RL), por tanto RS:(VCC/IRL)‘RL: 1 kQ.

b) Como la corriente que pasa por el zener es nula, la potencia que disipa es cero.
C) Vz,lnax:VB+|1naxRZ:'532 V — Pha— Vz,maxlmax: 1904 \W
d) En el pto. 2, V=52V, por tanto Vg =52V=IxtRL. — IrRi=5,2mA —
—  |rs=IrL-17=1R0-1max=0,2052 A
Rs:(Vcc+Vz)/ |Rs:23,4 Q

e) Se trata de un minimo, ya que si disminuyera su valor, la corriente que la atravesaria
aumentaria, por lo que el zener resultaria dafiado.
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FIN DEL EJERCICIO 1
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Ejercicio 2. Para el circuito de la figura 3, se pide:
a) Calcular el punto de trabajo del transistor (Vcg, Vge, Ic € Iz en continua) y la tension
continua Vo (2 p)
b) Calcular los elementos del circuito equivalente de pequeiia sefial del transistor r,y 1, (0,5 p)
c¢) Dibujar el circuito equivalente de pequeia senial (1,5 p)
d) Calcular la ganancia de pequena sefial Vo(t)/Vi(t) (1 p)

DATOS.
del circuito: Vee=5V;, Rge=RL=4,3kQ.
del BIT: V,g=0,7V; f=100; Vcggay=0,2V; Vp — o0. Vi=0,025V
+VCC
y | -
vi(t) Cow +
Re R, Vo(t) = VotV (b)
Vee
Fig. 3

SOLUCION DEL EJERCICIO 2

a) Hacemos la hipotesis de que el transistor esta en activa directa. Es decir que
Vee 2 Vg Y s 2 0. En ese caso el BJT cumple las ecuaciones

+VCC
Ic = ,Bl B
VBE :V,vE
Las ecuaciones del resto del circuito son +
Vcc = IERE +VBE L+ Vce
2Vcc :VCE + IERE V — o
BE_ +
le i%RE R, Vo
Vee
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Resolviendo:
Ve :VyE =0,7V
V. -V
l. = _CC " _1mA
RE

|
l,=—F-=99uA
B B+1 1
Ve =2Vee = IgRe =Vee +V =57V
Esta solucion es compatible con la hipétesis de activa directa y por tanto confirman dicha

hipotesis. Por otra parte, como la corriente continua por R, es nula, Vo =0
b)

=V 253k0
IB
r_VAJFVCE o
(0] IC
c)
d)
v, 1 B 1 B
v r - 250 09
TS [P S P L.
(B+DR. | R, 101x2,15
FIN DEL EJERCICIO 2
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